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	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Καθηγητής: Δ. ΤΡΙΑΝΤΗΣ 

	ΑΣΚΗΣΗ 9Η


ΕΡΓΑΣΙΑ 1
	Πίνακας 1
	

	VDS(V)
	ID(mA)

	0.0
	0.000

	0.3
	0.294

	0.5
	0.561

	0.8
	0.800

	1.0
	1.012

	1.2
	1.162

	1.5
	1.353

	2.0
	1.584

	2.5
	1.755

	3.0
	1.841

	3.5
	1.870

	4.0
	1.890

	4.5
	1.911

	5.0
	1.932

	5.5
	1.952

	6.0
	1.973

	6.5
	1.994

	7.0
	2.015

	7.5
	2.035

	8.0
	2.056

	8.5
	2.077

	9.0
	2.097

	9.5
	2.118

	10.0
	2.139


Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ΙD – VDS υπό σταθερή τάση VGS=+7V σε NMOS – enhancement, έχουν καταγραφεί στον πίνακα 1.

Να χαραχθεί η χαρακτηριστική εκροής (ΙD – VDS για VGS=+7V)
Να εκτιμηθεί η τάση VDS(tran) που το NMOS θα βρεθεί σε κατάσταση φραγής (pinch – off) και στη συνέχεια η τάση κατωφλίου VT του NMOS.
	VDS(tran) =
	 


	VΤ =
	 


Αξιοποίηση των μετρήσεων (ID,VDS), που αντιστοιχούν στην ωμική περιοχή για τον προσδιορισμό της παραμέτρου k και στην περιοχή μετά την φραγή για τον προσδιορισμό της παραμέτρου λ 

	k=
	 

	λ=
	 


ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
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ΕΡΓΑΣΙΑ 2
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται μετρήσεις για την λήψη της χαρακτηριστικής ID-VGS, ενός NMOS-εμπλουτισμού υπό καθεστώς σταθερής τάσης VDS=+8V.
Να χαραχθεί η χαρακτηριστική ΙD – VGS για VDS=+8V.

	Πίνακας 2
	

	ID(mA)
	VGS(V)

	0.07
	3.75

	0.20
	4.00

	0.67
	4.50

	1.41
	5.00

	2.43
	5.50

	3.72
	6.00

	5.29
	6.50
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Προσδιορισμός της παραμέτρου k και της τάσης κατωφλίου VT. Να ληφθεί υπόψη η προσεγγιστική σχέση για το ρεύμα εκροής:
	k=
	 


	VΤ =
	 


� EMBED Equation.DSMT4  ���
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